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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

本論文は、正及び負ミューオン照射による SRAM メモリーのビット反転発生確率データを新規取

得し、粒子・重イオン輸送シミュレーション解析に基づく宇宙線ミューオン起因ソフトエラー発生

機構の解明並びにエラー率推定法の開発を行っており、放射線工学や半導体デバイス工学の発展に

寄与するところが大きい。よって、本論文は博士（工学）の学位論文に値すると認める。       

 

 


